采购包1：
标的名称：蒸发溅射系统
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1 
	
	1、 [bookmark: _Hlk148009964]功能要求：
系统为高真空多功能带快速进样室单靶磁控溅射镀膜+无机蒸发镀膜+有机蒸发镀膜系统，系统可用于开发纳米级的单层及多层功能膜和复合膜-可镀金属、合金、化合物、半导 
体、陶瓷膜(需配射频电源)、介质复合膜和其它化学反应膜等。可实现多靶位共溅射。

	2 
	
	2、快速进样真空腔室尺寸 ≥260 mm * 260 mm * 100 mm，进样真空腔室可以进行多样品进样，单批次自动进样数量≥ 1片.进样腔体极限真空度 ≤2Pa；采用分子泵抽气系统,腔室须带有观察窗口。

	3 
	▲
	3、沉积真空腔室尺寸≥ Ф 500 mm * H400 mm，溅射真空腔室极限真空度 ≤ 2.0* 10-5 Pa；20 min内达到≤8* 10-4 Pa。

	4 
	
	4、溅射腔室采用抽速 ≥ 1200 L/S的分子泵。

	5 
	
	5、全量程冷阴极真空规：量程≥ 8*10-7pa--大气压。

	6 
	▲
	[bookmark: _Hlk148010310]6、沉积阴极尺寸：3英寸，沉积阴极为磁钢与水隔离设计，磁控靶头整体尺寸≤ Ф93 mm，并集成挡板组件，挡板采用超高真空密封方式，磁控靶和挡板集成一个部件密封。

	7 
	▲
	[bookmark: _Hlk148010331]7、沉积阴极屏蔽罩0-45度角度可调，有≥4个位置可调。靶挡板组件均采用气动；球冠全遮挡挡板0-90度可调节。

	8 
	
	8、冷阴极离子源设计（可离化 O2、N2、Ar），尺寸≥ Ф 50mm。

	9 
	
	9、无机蒸发源，采用水冷电极加热方式，数量：≥1组, 金属源最高加热温度≥1400℃，有屏蔽盒。

	10 
	
	10、有机蒸发源：采用电阻加热控温方式，数量：≥2个，有屏蔽盒，具有源挡板。

	11 
	
	11、全自动匹配射频电源+匹配器：≥500W规格，频率13.56 MHz；匹配时间≤3秒。

	12 
	
	12、直流电源功率≥ 500W液晶屏显示。

	13 
	▲
	13、蒸发电源≥3000w。 

	14 
	
	14、有机蒸发电源：采用温控仪进行温度控制。

	15 
	
	15、离子源电源：功率≥ 500 W。

	16 
	★
	16、样品台加热温度≥ 500°C，温度分辨率≤1℃。

	17 
	
	17、兼容≤4英寸的样品的沉积镀膜。

	18 
	★
	18、基片台具有升降自动交接旋转的功能。

	19 
	▲
	19、样品台电动升降配合PLC控制电动传输机械手，实现样品传输一键式操作传输样品，样品台有挡板，可进行预蒸发和预溅射。

	20 
	
	20、PLC控制方式（全自动取/送样品（开放设计，用户可以自己修正和定位），全自动储存镀膜工艺、一键式操作）。

	21 
	
	21、PLC自动保留历史参数数据（含电源、流量计后台数据）。

	22 
	
	22、气路系统≥2路，气体质量流量计≥2路，各气路均采用流量计自动控制。

	23 
	
	23、沉积射阴极采用永磁靶。

	24 
	
	24、设备总重量≤1000公斤。



